Préactica 2. SIMULACION

Electrénica de Potencia. 2004

PARTE 1: Caracteristicas del diodo.

Puesto que el modelo D1N4007 no se encuentra en la libreria estandar del

programa debemos anadirlo. Puede seguir los pasos indicados en la practica uno
o bien anadir el modelo en el esquematico. Esta tltima opcién tiene la ventaja
de que la definicién del modelo va incluido en el esquema por lo que estara dispo-
nible en cualquier ordenador que tenga instalado el programa, es decir, cuando
simule el esquemaético en los ordenadores del laboratorio no sera necesario que
anada el modelo a la libreria estdndar. Siga los siguientes pasos:

1.

1. Abra el programa, abra un nuevo esquema y pulse el botén que estd mas a

la dercha en la barra de menus, el que pone . Se abrird un cuadro de
dialogos para anadir una directiva de SPICE. Escriba el modelo del diodo
tal y como se muestra en la Figura 1.

How bo netlist this text Jugtification

() Comment | Left w |
[ |
(%) SPICE directive [ Wertical Text

MODEL D1M4007 D [ 15=76.9p AS5=42.0m BY=1.00k 1B%=5.00u
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Figura 1: Introduciendo el modelo del diodo en el esquematico.

Fijese que para introducir una linea nueva hay que pulsar Ctrl M. Pulse
OK y pege el texto en el esquema.

. Anada un diodo al esquema. Verd que en la parte superior del diodo apa-

rece el nombre del diodo que serd por defecto D1. En la parte inferior del
diodo aparece el nombre del modelo, que por defecto es D, ya que atn no
tiene asignado ningtin modelo. Sitie el puntero del ratén sobre esta tltima
D y pulse el botén derecho. Escriba el nombre del modelo en el cuadro de
didlogos que aparece, tal y como se presenta en la Figura 2. Pulse 0K y ya
tiene el diodo D1 con el modelo D1N4007 asignado. Solo queda anadir el
resto de elementos y simular.

Caracteristica estatica

Anada los elementos que se muestran en la Figura 3. Fijese que el estimulo

es una fuente de corriente, que figura como current en la librerfa. Anada las
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Figura 2: Anadiendo el nombre del modelo al diodo D1.
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Figura 3: Esquema para medir la caracteristica ip frente a vp en directa.

etiquetas anodo y catodo en bornes del diodo. Una vez anadidos todos los
elementos hay que determinar el analisis que queremos. En este caso, puesto
que deseamos ver la corriente por el diodo en funcién de la tensién en sus
bornes, haremos un barrido lineal de continua sobre la fuente I1 desde cero hasta
20A con un incremento de 10mA. Para ello en la barra de ment Simulate —
Edit Simulation Cmd, elija DC sweep y rellene los parametros indicados en la
Figura 4.

Al simular (Run) seleccione que desea ver la corriente por diodo I(D1). Por
defecto aparecera en el eje X el barrido sobre la corriente, por lo que la imagen
que vera serd una recta de 45° puesto que estd representando la corriente frente a
la corriente. Sitte el cursor sobre los nimeros del eje X (el cursor se transforma
en una pequena regla) y pulse el botén izquierdo del ratén. En el cuadro de
didlogos que aparece puede cambiar las caracteristicas del eje. Escriba lo que
aparece en la Figura 5.

Si todo ha ido bien debera ver una gréafica como la de la Figura 6.
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Figura 4: Pardmetros para la simulacién.
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Figura 5: Cambiando el eje X.

Sobre la grafica obtenida determine los siguientes parametros:

= Tensiéon de Umbral
~ Av

= Resistencia del diodo en directa | Rop, ~ X7 =

Para este ultimo parametro debe medir la pendiente de la recta.

Compare la grafica obtenida con la que proporciona el fabricante (Forward
Characteristics) en la hoja de datos al final de este documento. ;Cree que no se
parecen? Haga lo siguiente en su grafica:

= Edite el eje Y cambie la escala tal y como se indica en la Figura 7.
» Edite el eje X y ponga el limite inferior en 0,6V

...Y ahora jse parecen?
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Figura 6: Caracteristica estatica del diodo en directa.
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Figura 7: Cambiando la escala a logaritmica.

2. Caracteristicas dinamicas

Para simular las caracteristicas dindmicas usamos como estimulo una senal
cuadrada de £10V. Cambie la fuente de corriente por una de tension e intro-
duzca los pardmetros indicados en la Figura 8.

Ha introducido el periodo de la senal cuadrada, y el tiempo Ty, como un
pardmetro (T'period]s] = {1/{frec}}). Para que funcione debe definir dicho

pardmetro. Pinche en y escriba

.param frec=10k

Pegue el texto en el esquema. Cambie el valor de la resistencia a 10€2. Finalmente
simule un transitorio de 20us

Grafique la corriente en el diodo y la tensién de anodo. Pinche con el botén
derecho del rat6n sobre V(anodo) y escriba lo siguiente:

V(anodo,catodo)
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Figura 8: Parametros para la fuente de tensién.

Pulse ahora en la barra de meni de la ventana grafica Plot Setting — Add Plot Plane,
para subdividir la gréafica. Pinche sobre el nodo anodo del esquema para ver la
senal. Deberfa ver una grafica como la de la Figura 9.

Sobre la gréfica calcule los siguientes pardmetros del diodo (utilice los cur-
sores):

=]
o=
+ forr= ]
=
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Figura 9: Caracteristicas dindmicas del diodo.
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Features
* Low forward voltage drop.

* High surge current capability.
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General Purpose Rectifiers

AbSOIUte MaX' mum Rat| ngS* T, =25°C unless otherwise noted

Symbol Parameter Value Units
4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007
Virrm Peak Repetitive Reverse Voltage 50 100 200 400 600 | 800 | 1000 \
Iray) Average Rectified Forward Current, 10 A
.375 " lead length @ T, = 75°C )
lesm Non-repetitive Peak Forward Surge
Current 30 A
8.3 ms Single Half-Sine-Wave
Taig Storage Temperature Range -55to +175 °C
T, Operating Junction Temperature -55to +175 °C

*These ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired.

Thermal Characteristics

Symbol Parameter Value Units
Py Power Dissipation 3.0 w
Resa Thermal Resistance, Junction to Ambient 50 °C/wW

Electrical CharacteristiCs  ,=2s:cunless othenise noted

Symbol Parameter Device Units
4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007
Ve Forward Voltage @ 1.0 A 11 Vv
[ Maximum Full Load Reverse Current, Full 30 UA
Cycle T,=75°C

Ir Reverse Current @ rated Vg T, = 25°C 5.0 pA

T,=100°C 500 pA
C; Total Capacitance 15 pF

V=40V, f=1.0MHz

02003 Fairchild Semiconductor Corporation 1N4001-1N4007, Rev. C1
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General Purpose Rectifiers

(continued)
Typical Characteristics
Forward Current Derating Curve Forward Characteristics
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